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Juntura semiconductora p-n

Tipo p Tipon

Construimos una juntura p-n ponlendo semiconductores tipo p y n
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Juntura semiconductora p-n: Corriente a través de la juntura

(Je n: Densidades de
corriente numericas)

+|' Tipo p Tipon [~ Definimosje = —efe; jn = eJn

Escribimos J, , como la suma de la corriente de
deriva (< E = —d¢/dx) y la corriente de difusion
(< gradiente de la densidad de portadores):
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(Un,p: Movilidad de e, h*; Dy, ,,: Cte. de difusion de e-, h*)

Escribimos también las ecuaciones de continuidad:
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Juntura semiconductora p-n: Corriente a través de la juntura
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Transistor de efecto de campo (MOSFET)

Se utiliza principalmente como interruptor o amplificador.
Compuerta

Compuerta
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Aislante |

Canal conductor

Pozos cuanticos

GaAs y AIlAs son semiconductores de gap
directo con ES4 = 1.4 eV y EZ4S = 2.7 eV,
Aleaciones Al,Ga,_ As tienen E, intermedios.

P Heteroestructuras de Al,Ga,_ As/GaAs/Al,Ga,_ As
pueden formar pozos cuanticos.
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Metal Aisl. Semic. p'x

Metal Aisl. Semic. p'x

Al aumentar V. por encima de Vy,,uprq1, S€a crea un canal
de conduccion, cuyo tamafio (y resistencia) depende de V.

»
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Utilizando Al,Ga,_ As tipo n(p), e'(h*) “caen” al
pozo creando un gas bidimensional de e-(h*).



